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Einleitung

* Prasentation des DGA
= Am Abtrennung

= Ra/Ac Trennung

= Sr/Y Trennung

= Zusammenfassung
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DGA Resins

=
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M % +3NO; +3E, < M (NO,), o E,

= DGA, Normal (NN.N’.N*=tetra-n-octyldiglycolamide)
= DGA, Branched (NN.N’N*=tetrakis-2-ethylhexyldiglycolamide)
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Physikalische Kenndaten gepackter
DGA Resin Sculen

Daten DGA, Normal | DGA, Branched
Dichte des Extraktanten 0.88 0.89
(g/mL)
Dichte des Bettes (g/mL) 0,38 0,38
Dichte des Resins 1,13 1,13
Volumen feste Phase (v,) 0,17 0,17
Volumen mobile Phase (v,.) 0,66 0,66
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= Selektive Am Retention auf DGA Resins

Am Retention bei hohen HNO; or HCI
Konzentrationen (h’HN03 =~ 2-5.10% und R’} =
5.102-1.10%)

Am Elution mit 0.01 M HNO, oder 0.1-1M HCI
(R’ =1)
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Americium Separation
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= Selektive Am/Pu Trennung mit entweder 0.01 M HNO,
oder HCI auf beiden DGA Resins moéglich
R'p, =103-10°
= Selektive Am/U Trennung auf DGA,Normal:

U Elution mit 0.1 M HNO,
Am Elution mit 0.5 M HCI

I:""’DGA,Bromched < I:""’DGA,Normoll
= Niedrige R’ Werte fiir Fe(lll), Al(llD) und Ti(IV) Gber den
gesamten HNO; Konzentrationsbereich

Anwendung fiir die Abtrennung von Am aus schwierigen
Matrizes
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Loading 1M HNO,
Am,U,Pu,Th
] Pu, Th  [TEVA
Separation I
Ac(1V)/Am-U

Am,U DGA
|
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cartridges

E—

1/ Rinse with 0.1M HCI
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— 2/ Pu

1/ Rinse with 0.1M HNO,

,—[‘ 2/ Elute Am with 0.5M HCI

DGA

[
— 1/ U

— 2/ Am
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Radium/Actinium Trennung

= Bestimmung von ?2°Ra und %?°Ra
Wiederfindungsrate via 33Ba (y-spektr.)
Messung von %2°Ra: Alphaspektrometrie
nach Mikromitfallung an BaSO,
Messung von 228Ra via 228Ac
(y-spektr., LSC oder GPC)

= Actinium: Ahnliche Chemie wie La und Ce
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Radium/Actinium Trennung
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Radium/Actinium Trennung

Load 5.0 mL 6.0 M HNO, UTEVA load eluate
spiked with “"Ra(10} or ** Ac(111)
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Separation of Ac(IIT} and Ra(II) on TODGA resin (50-100 pm) with 6.0 M HNO; and 0.1 M HCI, 0.5 mL bed volume,
flow rate equals 2 mL/min load/rinse, 1 mL/min strip, 22(1)°C.
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= Keine Sr/Ca Trennung

= Selektive Trennung von Y und Sr/Ca bei
niedrigen HNO, Konzentrationen

= Y Elution mit 0.5M HCI

= Praparation von hochreinem Y und Sr
durch Kombination von Sr.Spec und DGA,
Normal
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Zusammenfassung

= Anwendungen fir das DGA Resin

Am Separation
insbesondere fir schwierige Matrices
Ca Interferenz moglich

Ra/Ac Separation
Y/Sr Separation

= Anwendung in Kombination mit anderen Resins
erlaubt die Herstellung hochreiner Lésungen und
Praparate

%0V fiir die Nuklearmedizin
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